Multiplicador de frecuencia basado en diodos SRD
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I_ estudid el uso de diodos SRD (Step Recovery Dlode) |

|d|scretos Y en un circuito |.nt.egrado mediante e.I diseno | N T IAAAAA -
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tradL.Jce. €n un * Diodos v filtros discretos.
|/ : multiplicador de factor x5. * Diodos discretos y filtro distribuido.
i G e 7 F| sistema consta de dos etapas: * Circuito Integrado.

* Etapa SRD: Genera armoénicos de la entrada.
* Etapa de filtrado: Se filtran los armdnicos no

Conmutacion de un diodo. En el caso de los SRD utilizados, se generan flancos
con risetime del orden de 100ps en la etapa de Transicidn
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Placa del circuito discreto implementado Amplitud de la salida en funcion de la amplitud de entrada o5 y 1'15(\/) : 2 ’ E?tf’g Lrglgil:rr:j%rlléa(?t?i.taAcrlgbe? :icl)ﬁzloe:-rg:ac;?((.)s con solder mask. Abajo
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* Las pistas que interconectan los componentes son Amplitud de la salida en funcién de la entrada
lineas Micrsotrip. En nuestro caso se ajustan muy bien
a parametros concentrados ya que L= lmm << A= Lhem. para f= 1GHz ve, =4, \ . ~ S

Microstrips, las vias utilizadas y los parasitos de los componentes.
* Los filtros fueron ajustados al momento de medir para mejorar

‘521 I ((ZB) |

* Se tuvieron en cuenta las discontinuidades de los \J ~ \ \‘/ \ /

la respuesta en la | ———
banda de paso. Medido

* La simulacion del o —

?Itro S€E C?JL:STIé I = 2(5) Rojo: S21 simulado en QUCS. AzuI:ISé; rr)ledido con el VNA.

mayor detalle en la S _

inspeccién del layout) & | Filtro: , | |

luego de medir = * El .dlseno se baso en el uso de microstrips acoplados
nara explicar o (2 pistas de cobre en parallello) de largo A/4 ~ 4cm.
diferencias con o 5 I} * Se agregaron st.ubs de distintos Iargos para atenuar
0 esperado para o S respuestas espurias de alta frecuencia.
1GHz<f<4GHz. 00Ty * Se midieron los parametros S utilizando un VNA

y se ajustaron las simulaciones variando parametros
fisicos como por ejemplo la permitividad eléctrica.

— -2 -] - | Filtro + Diodos: Se simulo en el tiempo y se midieron
u y . las componentes en frecuencia utilizando un analizador
‘ espectral.
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| = il g = 1) Se lograron disenos que cumplen

L3 b ‘En | de diodos SRD con el objetivo de multiplicar la entrada
n lugar de diodos , S€USATON 4 5 v cuya salida sea medible.

un tipo de diodos varactores 2) Dichas implementaciones son
disponibles en la tecnologia utilizada. repetibles
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No se pudo simular en el tiempo 3) Las simulaciones en frecuencia se

porgule (IjOS d'OC]ICOS nosstaban ajustan muy bien a las mediciones
modelados en forward. obtenidas.

* Los armonicos generados en este 4y 5o ancontraron discrepancias
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El [521] delfiltro tiene una forma ¢, 13 das para el caso del circuito

similar a la esperada pero con completo en todos los casos. g QE'nlE'r
mucha atenuacion en banda diN esf;

de paso 'tr‘x w» I.é

#1dM10

. ’%i .



